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１. 概要（Summary） 

半導体製造工程では、デバイスの微細化に伴い微小

パーティクルの抑制が課題となっている。パーティクルは、

製造装置内部の部材がプラズマにより腐食されるために

発生すると考えられており、耐プラズマ性に優れた材料が

求められている。これまでに申請者らは、優れた耐プラズ

マ性が期待されている Y-O-F 系セラミックスを作製し、低

エネルギーのプラズマ環境下での良好な耐食性を確認し

た。本研究では、より実際の半導体製造で用いられる高

エネルギーのプラズマを Y-O-F 系セラミックスに照射し、

その腐食挙動についてデータを取得し、評価した。  

２. 実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  酸化膜ドライエッチング装置、3

次元測定レーザー顕微鏡、触針式表面段差計 

【実験方法】 

市販のイットリアおよびホットプレスにより作製した YOF

及び Y5O4F7 の緻密体に対して、酸化膜ドライエッチング

装置を用いてF系プラズマおよびOプラズマを照射した。

圧力 0.5 Pa、Biasパワー 750 W、ICPパワー 1000 W 

の条件で 0~60分エッチングした。ガス条件は次の通り：  

（i） CHF3 : O2 = 100 : 10 (SCCM) 

（ii） CHF3 : O2 = 0 : 100 (SCCM) 

（iii） (ⅰ)と(ⅱ)を 5分おきに切り替え 

エッチング後、3 次元測定レーザー顕微鏡と触針式段差

計を用いてサンプル表面の形態を評価した。 

３. 結果と考察（Results and Discussion） 

エッチングレートは、各照射条件で材料間に顕著な差

異はなかった。Fig. 1 に (ⅰ) 条件でのエッチング深

さの照射時間依存性を示す。いずれの材料でも、エッ

チングレートは 2-2.5 μm/hを示した。Fig. 2に (ⅰ) 条

件で 60 分間照射後の表面写真に示す。Y2O3 および

YOF では表面に大きなクレーター状の形態が観察され

たのに対して、Y5O4F7では比較的平坦な形態を示した。

この結果から、Y5O4F7 は微小パーティクルの発生量も抑

制できることが期待できる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Etching depth of the Y2O3, YOF, and Y5O4F7 

ceramics by fluorine plasma exposure. 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Morphology of the surface of the (a) Y2O3, (b) 

YOF, and (c) Y5O4F7 ceramics after fluorine plasma 

exposure for 60 minutes. 
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